(12) NACH DEM VERTlTkG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBElT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
11. Marz 2004 (11.03.2004) 




PCT 



08 FEB 2005 
I II 1 1 1 II I II I I I , 111 II 



(10) Internationale VeroffentHchungsnummer 

WO 2004/021457 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 33/00 

(21) Internationales Aktenzelchen: PCT/DE2003/002786 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

21. August 2003 (21.08.2003) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 39 045.2 26. August 2002 (26.08.2002) DE 

(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS 
GMBH [DE/DE]; Wernerwerkstr. 2, 93049 Regensburg 
(DE). 



(72) ErOnder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): KARNUTSCH, 
Christian [DE/DE]; Schneidemuhlerstrasse 16c, 76139 
Karlsruhe (DE). STAUSS, Peter [DE/DE]; Riidigerstrasse 
11, 93186 Pettendorf (DE). STREUBEL, Klaus [DE/DE]; 
Erlenstrasse 7, 93164 Laaber (DE). 

(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN- 
WALTSGESELLSCHAFT MBH; P.O. Box 200734, 
80007 Munich (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US. 

(84) Bestimmungsstaaten ( regional): europaisches Patent (AT, 
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR). 

Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherehenbericht 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 



(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AN ELECTROMAGNETIC RADIATION-EMITTING SEMICONDUCTOR CHIP 
AND A CORRESPONDING ELECTROMAGNETIC RADIATION-EMITTING SEMICONDUCTOR CHIP 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG EMTTTIERENDEN 
HALBLEITERCHIPS UND ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG EMITTIERENDER H ALB LEITERCHIP 



B 10 



16- 
14- 



21 



18 



24 

1 



•22 



(57) Abstract: The invention relates to a method 
for producing a radiation-emitting semiconductor 
chip based on AlGalnP, comprising the following 
steps: preparing a substrate; applying a series of 
semiconductor layers to the substrate, said series of 
layers containing a photon -emitting active layer, and; 
applying a transparent decoupling layer comprising 
Ga^InyAl^y^P, whereby 0.8 < x and 0 < y < 1. The 
invention provides that the substrate is made from 
germanium and that the transparent decoupling layer 
is applied at a low temperature. 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren 
zur Herstellung eines strahlungsemittierenden 
Halbleiterchips auf AlGalnP-Basis mit den 
Verfahrensschritten: Bereitstellen eines Substrats; 
Aufbringen einer Halbleiterschichtfolge auf das 
Substrat, welche eine Photonen emittierende aktive 
Schicht enthalt; und Aufbringen einer transparenten 
Auskoppelschicht, die Ga^nyAl^y)^^ mit 0,8 < x 
und 0 < y < 1 umfaBt, ist erfindungsgemaB vorge- 
sehen, daB das Substrat aus Germanium gebildet 
ist und daB die transparente Auskoppelschicht bei 
niedriger Temperatur aufgebracht wird. 
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